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Завдяки  своїм  унікальним  фізичним  властивостям  нітриди 
набувають все більш широкого застосування у сучасній твердотільній 
електроніці та оптоелектроніці [1]. 
Спектри  відбивання  інфрочервоного  (ІЧ)  випромінювання  є 
неруйнівним методом дослідження властивостей тонких шарів. 
У  математичному  пакеті  МathCAD  14  за  допомогою  матричного 
аналізу розроблено програми моделювання спектрів відбивання s  та 
р поляризованого  світла  від  багатошарових  структур.  Обчислено 
спектри відбивання від AN (A=In, Al, Ga) на підкладках Si, 6H SiC, 
ZnO, Al2O3 [2]. Досліджено вплив товщини плівки, концентрації носіїв 
заряду та параметрів підкладки на спектри ІЧ відбивання. Проведено 
порівняння змодельованих спектрів з експериментальними спектрами 
інших  авторів.  Обчислено  спектри  відбивання  від  плівки  InN  на 
поруватій та суцільній підкладці ІnP. Досліджена динаміка спектрів 
при  різних  значеннях  поруватості,  товщини  та  легування  плівки  і 
підкладки.  Поруватий  ІnP  розглядався  як  композит,  були  виконані 
обчислення  в  рамках  моделі  ефективного  середовища  з 
використанням  двох  його  модифікацій     Максвела Гарнета  і 
Бругемана, що відповідає різним топологіям композитного матеріалу 
[3]. 
Слід зауважити перспективність дослідження поруватих підкладок 
на основі Si та GaAs для отримання тонких шарів GaN, що зумовлено 
підвищенням  структурної  досконалості  як  гексагональної,  так  і 
кубічної модифікацій. 
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